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【序】 二硫化モリブデン（MoS2）を材料と

したMoS2-FETは、非常に高い ON/OFF比[1]、

理想的なサブスレショッドスイング[2]など

の特長を持つ。この特長を活かして、単層ま

での極微量な分子吸着に伴う MoS2表面状態

変化を吸着前後の電気特性変化として観測し、吸着分子と MoS2表面との間で生じる相互作用を物理化

学的に考察することを目指した。本発表では、MoS2表面に対して電子受容体として働くと予想される

テトラシアノキノジメタン ((NC)2CC6H4C(CN)2, TCNQ) を吸着分子に選択した。 

【実験方法】 Fig. 2 で示したようなバックゲート型の MoS2-FET

を作成した。この MoS2表面への分子吸着前後における電気特性

変化の観測は以下の手順で行った。まず、吸着前の MoS2-FET

に対して、ID-VG測定を行った。次に MoS2表面への TCNQ 分子

吸着として、QCM（XTM/2 薄膜蒸着モニター®, INFICON 社）

による膜厚制御を用いた真空蒸着を行った。さらに、蒸着後再

び ID-VG測定を行い、蒸着前との ID-VG曲線の変化を比較した。 

【結果と考察】 TCNQ の吸着量の増加に伴う IDの減少

が観測された。これは、MoS2表面から TCNQ 分子へ電

子の移動が生じているために生じていると考察できる。

今後は、CV（容量電圧）測定を行って MoS2 表面から

TCNQ への電子の移動を定量的側面からも考察する。さ

らに、TCNQ 吸着前後の MoS2表面状態変化を STM等を

用いて画像観測し、電気特性変化との比較を行いたい。 
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Fig. 2. MoS2-FET and TCNQ adsorption  

on MoS2 surface. 

Fig. 3. ID-VG curve of TCNQ deposition. 

Fig. 1. (a) MoS2 transferred flake. (b) STM image of MoS2 surface. 
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